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报告题目: 宽禁带半导体材料中载流子调控的普适性原理探讨报 告 人: 黄丰 教授 (中山大学材料学院)
报告摘要：氧化锌（ZnO）是一种历史悠久的材料，由于其微观结构非中心对称，最初被预测可以应用于压电和非线性光学领域，又因为它在室温下具有宽的禁带和高的激子束缚能，是一类重要的第三代宽禁带半导体材料，在半导体领域受到了广泛关注。然而，在实际应用中，ZnO在上述各个领域都遇到了一些瓶颈问题：在压电领域，原本被认为是绝缘的 ZnO出现了意外的导电性；在非线性光学领域，ZnO的折射率差很小，难以获得好的相位匹配；在半导体领域，难以同时获得高载流子浓度、高迁移率、高热稳定性的p型 ZnO。本文主要针对以上 ZnO的应用前景及相关瓶颈问题进行了总结，并提出了适用于离子型化合物半导体的载流子调控普适性理论，即：载流子类型完全由材料的精细化学组分完整表达式来决定。这一规则将原本被认为是无关的材料精细化学组分完整表达式和载流子类型两个概念联系起来，在认识上具有很大的突破，并形成了材料科学研究的新理论。该理论成功指导了高绝缘和高热稳定性的n型ZnO单晶以及高迁移率掺Al：ZnO薄膜的生长，并为高载流子浓度、高迁移率、高热稳定性p型ZnO的制备提供了新思路。近来，除了上述应用领域外，ZnO还被发现在超快闪烁体和中红外（MIR）透明导电窗口领域具有较大的应用贡献，并推测这些领域很可能领先于ZnO原本受到重视的研究领域而取得真正的应用进展。
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报告人简介：黄丰教授现就职于中山大学材料学院。国家杰青、国家“万人计划”领军人才、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家创新人才推进计划中青年领军人才、广东特支计划领军人才、中国化学会青年化学奖等奖励，享受政府特殊津贴。长期致力于半导体材料生长中的热力学与生长动力学研究。首次实验证明了晶态材料和液相界面存在负的界面自由能，对材料科学根基性的相图、相律理论形成挑战。在传统热力学和半导体间提出了一种能够被材料学家和半导体学家共同接受的绝缘体向半导体转变普适性理论，利用该理论制造的大尺寸优质ZnO单晶成功应用于反冲质子超快诊断、快中子检测等多项重大国防任务，已证实飞行器的隐身、电磁防护等领域具有重要的应用前景。 在包括Phys. Rev. Lett.、J. Am. Chem. Soc.、Adv. Mater.、Angew Chem. Int. Ed.、Nature、Science、Nano Lett.等发表论文170 余篇，其中IF>10的18篇，他引>5 000。申请专利37项，授权12项。
时  间:  2021年6月7日（星期一）上午10:00 
地  点:  中国科学院半导体研究所图书馆101会议室
联系人:  尚雅轩     82304453
